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論    文    の    要    旨 
  
研究の目的と意義 
本研究では、高濃度 P ドープ n 型ダイヤモンド薄膜の電子輸送機構を明確にするため、導電率の測











ラズマ CVD による合成方法、SIMS による不純物深さ分布の測定方法、電極形成方法、接触抵抗を解
析する輸送長（transfer length method: TLM）法についての詳細を述べる。 
第 3章では、P ドープ n型ダイヤモンド薄膜の導電率を測定し、その電子輸送機構を明らかにする。 
第 4 章では、金属/n 型ダイヤモンド薄膜/金属構造の I-V 特性を測定し、金属/n 型ダイヤモンド薄膜
界面の電子輸送機構を数値計算から予測、検証する。 
第 5 章では、金属/n 型ダイヤモンド薄膜界面の接触抵抗を測定し、その P 濃度や電圧依存を詳しく
解析する。また、グラファイト電極やNイオン注入を用いることで、金属/n+型ダイヤモンド薄膜界面の低い
接触抵抗を実現し、その効果を議論することで、第 4章で予想した電子輸送機構を実験的に説明する。 























ないダブルショットキー界面を持つ伝送長法（transfer length method: TLM）パターンにおける電流一定




























 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
